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1/ s‘agit aujourd’hui d’amener les éléves a étudier le phénoméne de
conduction dans les transistors. Contrairement a une diode dont C

l'état de conduction est binaire, un transistor bipolaire présente Collectelir
trois états de conduction :

. Etat blogué : le composant ne délivre pas de courant en sortie.

e  Ftat conducteur : Le courant collecteur dépend linéairement du
courant base Ic=p.I5, avec f>>1 (de l'ordre de: 100 a 300)

o  Ftat saturé : Le transistor se comporte presque comme un court
circuit (Vc = Ve) et la linéarité entre I. et Iz n’est plus vérifiée.

Avertissement :

Les questions marquées par * doivent étre préparées a l'avance et remis aux enseignants au
début de la séance de TP. Les éléves déposeront leur compte rendu final au moyen des
dispositifs prévus a cet effet le vendredi 4 mai avant 9h00 .
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Q2*, Relever cette caractéristique

au moyen d’'une « DC sweep »

- dans le cas particulier de
1BH62 (Fig.1). Commentaires.

Fig. 1: Relevé de la caractéristique d'une diode (Analysis/DC sweep)

GRANDEURS Q3*. Manipuler I’échelle horizontale dans le sous programme graphique de Multisim de maniére a observer
CARACTERISTIQUES cette caractéristique pour Ie[ImA, 10mA]

Opter pour une échelle horizontale logarithmique (total ticks = minor ticks = 9) et manipuler 1’axe vertical
- de maniére a optimiser 1'observation graphique.

e  Commenter I'allure de la courbe obtenue. En déduire Uret Is graphiquement.

- Q4. Recommencer l'expérience de Q2 avec la diode 1N4148 et le transistor 2N2222 tel qu’il est cablé sur la
figure 1. Commentaires.



Il. LA CONDUCTION DANS LES TRANSISTORS

Q5. Saisir tour a tour les circuits représentés sur
les fig. 2 et 3 et procéder a leur analyse en
balayant le courant d’entrée I de 0 a 100pA. 1.0k

e  Relever I'évolution des grandeurs Vg, VE et
V¢ sur un méme repere.

e Distinguer sur chaque observation les
zones correspondant aux différents états
de conduction du transistor.

¢ Commentaires et comparaison des deux
circuits de polarisation.

e Déduire graphiquement la valeur du gain
en courant statique f3.

2N2222A —LV1

Q1

AMPLIFICATION D’UNE TENSION AVEC UN TRANSISTOR

Q6. Saisir tour a tour les circuits représentés sur

D’UN CVV les fig. 4 et 5 et procéder a leur analyse en
balayant le potentiel Vg de -5V a +5V.

e  Relever I'évolution des grandeurs Vg, Vg et
Vc sur un méme repeére. Optimiser la
représentation graphique pour :

-1Volt <V <5Volt

e Distinguer sur chaque observation les
zones correspondant aux différents états
de conduction du transistor.

¢ Quel montage peut assurer un gain en
tension k=1 (suiveur)

¢ Quel est le montage qui assurer un gain en
tension k=-1 (inverseur) ?

L V1

Figure 4 Figure 5

Q7. Effectuer la méme expérience pour Rc=10kQ.
1 pts ¢ Quel estI'influence du rapport Rc/Re sur la largeur de la zone linéaire du montage ?
e  Quel est le montage qui permet de réaliser un CVV avec |k |>1 (amplificateur de tension) ?

1V. CARACTERISATION D’UN AMPLIFICATEUR

Nous représentons sur les croquis ci-dessous les trois schémas théoriques de montages amplificateurs
fondamentaux. Chaque quadripodle est réalisé par la mise en commun d’une électrode du transistor entre
I'entrée et la sortie du montage :

e L’émetteur commun : Entrée par la base et sortie par le collecteur.

e Labase commune : Entrée par I'émetteur et sortie par le collecteur.

e Le collecteur commun : Entrée par la base et sortie par 1'émetteur.

Principes Bas Colle ,teuE o attecl?j tecten ™ Bas Endeceur
théoriques
des montages —L/‘
amplificateurs Egetteur Cofmun Colllecteyr Cgmmun
fondamentaux o O |_Base [Communp 0 O O
Application Ampli de tension / courant Ampli de tension Ampli de courant
Gain en tension |k [>1 ! |k [~1
Gain en courant NE! [k |~1 [k [>1
Impédance d’Entrée Moyenne Faible Forte
Impédance de sortie Moyenne Forte Faible
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(o]0} MLV N[0 [ Ro UL Il ] es éleves sont conduits & déterminer expérimentalement ces caractéristiques pour un amplificateur du type

M
EMETTEUR COMMUN

émetteur commun comme celui qui est représenté sur la figure 6. Dans ce travail, nous ne nous intéressons pas
a la conception du circuit de I'amplificateur mais a sa modélisation (figure 7).

Q8. Saisir I'amplificateur de la figure 6 et attaquer son entrée avec un signal sinusoidal d’amplitude Vg=1mV et
de fréquence 1kHz. Relever sur le méme repere I'oscillogramme des signaux d'E/S.

e  Mesurer 'amplitude de la tension de sortie a vide Vs. En déduire le gain en tension a vide k.

e  Fermer la sortie sur une résistance de charge Rcy=10kQ et mesurer la tension de sortie en charge Vs'.

e  Commenter ce résultat et en déduire le gain en charge k” ainsi que la valeur de 'impédance de sortie Zs de
I'amplificateur.

9*, Montrer que I'impédance d’entrée du montage peut étre déterminée au moyen de la mesure des deux
q p ge p! y
tensions Vg et Vi’ (Figure 10) de part et d’autre d’une résistance auxiliaire Raux.

Q10. Mesurer ces deux tensions avec Raux=1kQ et en déduire I'impédance d’entrée de I'ampli Zg.
e  Calculer le gain en courant de I'amplificateur lorsqu’il charge une résistance de 10kQ.
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